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OBJETIVOS

-Conocer los componentes y subsistemas circuitales de los circuitos electronicos analégicos que integran los
equipos actuales.

-Adquirir las herramientas conceptuales necesarias para modelizar los componentes circuitales reales -
modelos fisicos, matematicos y circuitales de dispositivos, subcircuitos o circuitos complejos-, comprendiendo
las limitaciones en la utilizacion de los modelos y el distinto nivel de complejidad segun el grado de aproximacion
necesario para cada sistema particular.

-Poder analizar cualitativamente el funcionamiento de circuitos analdgicos de distinto tipo y estimar sus
parametros cuantitativos en forma aproximada.

-Conocer las limitaciones en el funcionamiento de componentes y poder estimar las correspondientes al tipo

de circuitos tratados.

-Aplicar los modelos correspondientes para el célculo por inspeccidn de primera aproximacion y para simulacion
por computadora.

-Ser capaz de utilizar el software disponible, particularmente el mas difundido en el campo profesional, para el
estudio, verificacion y disefio de circuitos electronicos analdégicos mediante simulacién por computadora.
-Adquirir el habito de evaluar en forma critica los resultados obtenidos mediante el calculo -por inspeccién y

por simulacién-, con respecto a los obtenidos por medicion sobre circuitos reales y la forma de aproximar el
comportamiento de un circuito disefiado, a lo previsto.

-Desarrollar el espiritu critico y creativo del estudiante, dotdndolo de los instrumentos conceptuales y
metodoldgicos que aseguren su capacidad para enfrentar situaciones nuevas en el campo de los circuitos
electrénicos analdgicos y para poder proyectar el disefio de un circuito de comportamiento analégico a partir de
sus requerimientos de funcionamiento.

-Contribuir a la formacién general del futuro profesional estimulando la participacion activa del estudiante en el
andlisis de los temas en los equipos de trabajo y su compromiso y responsabilidad con el desarrollo de las
tareas en el curso.

CONTENIDOS MINIMOS

PROGRAMA SINTETICO

Junturas P-N y M-S. Transistores TBJ, JFET, MOSFET y MESFET. Tecnologia de fabricacién. Modelos.
Circuitos elementales con diodos. Aplicacion en fuentes reguladas. Diodo con corriente continua y alterna
superpuesta. Rectificadores. Transistor en conmutacién. Amplificadores: pequefia y gran sefial. Polarizacion de
amplificadores de un transistor discreto. Realimentacién en continua y en alterna. Limitaciones de
funcionamiento en transistores. Criterios de disefio de amplificadores de bajo nivel de potencia de un

transistor discreto. Amplificadores con mas de un transistor. Calculo de polarizacién y parametros de

pequefia sefial. Respuesta en frecuencia de amplificadores. Método de las constantes de tiempo.
Amplificadores diferenciales con carga resistiva. Modos diferencial y comun. Tension y corriente residuales.
Fuentes de corriente y cargas activas. El amplificador operacional.

PROGRAMA ANALITICO

1.- DISPOSITIVOS ELECTRONICOS

1.1.- Estudio de la fisica y tecnologia de materiales utilizados en circuitos electronicos discretos e integrados.
Funcionamiento de junturas P-N y metal-semiconductor.

1.2.- Funcionamiento de transistores bipolares de juntura (TBJ) y de efecto de campo de juntura P-N (JFET).
Variacion de los parametros de funcionamiento con la corriente y tensién entre terminales. Modelos estéticos e
incrementales. Modelos utilizados por el programa de simulaciéon PSPICE Uso del JFET como resistor
dependiente de la tension. Tecnologia de fabricacion de dispositivos discretos y circuitos integrados (CI)
analogicos.

1.3.- Analisis del sistema MOS. Obtencién de la tensién de umbral. Capacitancia de pequefia sefial. Efecto de
la polarizacion del canal. Efecto de la polarizacion del sustrato.

1.4.- Transistor de efecto de campo de compuerta aislada (IGFET o MOSFET). Caracteristica de salida y
transferencia. Ecuacion de Sah. Efecto de la modulacion del largo del canal. Polarizacion del sustrato. Amplificacion
y velocidad de respuesta. Modelo incremental. Limitaciones de temperatura. Tecnologia del IGFET. Circuitos
integrados analdgicos N y PMOS, CMOS y BICMOS. Parametros para los modelos utilizados en PSPICE.
1.5.- Circuitos basicos de conmutacion con TBJ y MOS.

1.6.- Utilizacion de GaAs. Transistores MESFET. Tecnologia de fabricacién de Cl analégicos de GaAs.
Parametros para los modelos utilizados en PSPICE.

2.- CIRCUITOS CON DIODOS
2.1.- Caracteristicas estaticas ideales y reales con polarizacion directa e inversa. Efectos de ruptura.
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2.2.- Diodo con corriente continua y alterna superpuesta.
2.3.- Circuitos recortadores, rectificadores y reguladores de tensién. Aplicacion en fuentes reguladas.
2.4.- Utilizacion del programa PSPICE en circuitos con diodos.

3.- DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SENAL Y EN CONMUTACION

3.1.- Principios basicos. Caracteristicas estaticas de entrada, transferencia y salida. Curvas de carga. Modos
de funcionamiento. Modelos asociados al TBJ, JFET y MOSFET para cada zona de funcionamiento.

Dispositivo amplificador en modo analégico analizado como dispositivo activo en base a las potencias puestas
en juego en el circuito de salida. Pequefa y gran sefial. Linealizacion. Alto y bajo nivel de potencia.

3.2.- Parametros caracteristicos de un circuito amplificador. Amplificadores ideales. Condiciones para que un
amplificador real se aproxime a uno ideal. Distorsién por alinealidad y por respuesta en frecuencia. Relacién
Sefal-Ruido.

3.3.- EITBJ y el MOSFET en conmutacion. Inversores con TBJ y MOS. Tiempos de conmutacion. Aplicacion en
fuentes conmutadas. Niveles de entrada y salida I6gicos. Efectos de la carga en los niveles légicos.

4.- AMPLIFICADORES DE UN TRANSISTOR DE BAJO NIVEL DE POTENCIA A FRECUENCIAS MEDIAS.
INTRODUCCION A SU RESPUESTA EN FRECUENCIA

4.1.- Clases de operacion. El TBJ, el JFET y el MOSFET como amplificadores lineales. Recta de carga estatica
y dindmica. Condiciones para mantener la linealidad. Recorte por corte y saturacién. Maxima excursion
simétrica.

4.2.- Seleccion del punto de trabajo en amplificadores con un Unico transistor. Polarizacion utilizando fuente
Unica y doble fuente de alimentacién. Causas del corrimiento del punto de trabajo. Dispersion de las
caracteristicas de los dispositivos activos. Variacion de sus parametros con la temperatura. Necesidad de
estabilizar el punto de reposo y formas de lograrlo. Realimentacion en continua. Interpretacion de los
mecanismos de estabilizacién del punto de reposo de los distintos circuitos de estabilizacién en continua a partir
del efecto de la realimentacién negativa. Curva de carga estatica con carga lineal y alineal. Analisis de

circuitos practicos de polarizacién y estabilizacién. Fuentes de corriente. Fuente espejo. Su utilizacion para
estabilizar la corriente de reposo.

4.3.- Amplificacion de un transistor discreto. Circuitos con acoplamiento R-C y directo. Parametros
caracteristicos del circuito para las tres configuraciones posibles del transistor. Analisis comparativo de las
propiedades de las tres configuraciones. Transistor amplificador cargado con otro transistor.

4.4.- Efectos de la realimentacién en circuitos con sefial. Distintas configuraciones de realimentacion. Su
incidencia sobre la transferencia y los niveles de impedancia de entrada y salida. Parametro de transferencia
estabilizado en cada caso. Modificacion de las caracteristicas de un amplificador mediante la realimentacion
negativa. Aproximacion a amplificadores ideales.

4.5.- Limitaciones de tensién, corriente y potencia en los transistores. Efectos de la temperatura.

4.6.- Respuesta en baja y alta frecuencia de circuitos amplificadores de un transistor discreto. Solucién exacta y
aproximada. Efectos de la realimentacién negativa.

4.7.- Circuitos pasivos R-C y R-L con un solo componente reactivo. Analisis cualitativo de la respuesta

temporal y en frecuencia. Determinacion de polos y ceros por inspeccién. Relacion con la respuesta en frecuencia
de los amplificadores con un sdlo transistor.

4.8.- Consideraciones de disefio de amplificadores con un sélo transistor. Casos mas comunes. Limitaciones

de los circuitos.

4.9.- Simulacion con PSPICE de circuitos amplificadores de un transistor discreto en problemas de verificacion y
disefio.

5.- AMPLIFICADORES CON VARIOS DISPOSITIVOS ACTIVOS DE BAJO NIVEL DE POTENCIA

5.1.- Amplificadores con acoplamiento R-C y directo. Puntos de reposo. Circuitos con fuente Unica y doble.
Amplificadores con varios transistores con acople directo utilizando transistores complementarios - NPN y PNP
en bipolares; NMOSFET y PMOSFET (CMOS) en MOSFET y canales Ny P en JFET -. Circuitos con acople
directo de distintos tipos de transistores - TBJ; JFET y MOSFET -.

5.2.- Configuraciones basicas con dos transistores, a partir de las tres configuraciones del transistor.
Determinacion de sus parametros caracteristicos. Andlisis comparativo. Justificacion de cuales combinaciones
de dos transistores son mas utilizadas en circuitos analégicos, de pulsos y conmutacion.

5.3.- Circuitos amplificadores. Determinacion de sus pardmetros caracteristicos a frec. medias.

5.4.- Respuesta en baja y alta frecuencia de circuitos amplificadores. Solucién exacta y aproximada. Justificacién
del uso del método de las constantes de tiempo para la determinacion aproximada de las frecuencias de corte
inferior y superior. Determinacion de las constantes de tiempo asociadas con cada capacidad del circuito de
acuerdo al método de las constantes de tiempo. Determinacién de las constantes de tiempo asociadas a cada
nodo de un circuito por aplicacién del método de las constantes de tiempo. Diagramas de Bode aproximados y
completos. Polo dominante.

5.5.- Simulacién con PSPICE de circuitos amplificadores de mas de un transistor en problemas de verificacién y
disefio.
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6.- AMPLIFICADORES DIFERENCIALES

6.1.- Dificultades debidas a la inestabilidad del punto de reposo en amplificadores de continua. Posibles
soluciones. El par acoplado por emisor y par acoplado por source como solucion mas adecuada.

6.2.- Amplificadores diferenciales simétricos con carga resistiva. Caracteristicas estaticas de transferencia.
Efecto de la saturacion de transistores. Modos diferencial y comudn para funcionamiento con sefial.
Parametros caracteristicos. Relacion de rechazo de modo comun (RRMC). Teorema de hemicircuitos.
Limitaciones a su aplicacién. Rango de tensién de entrada de modo comun.

6.3.- Asimetrias. Amplificaciones cruzadas. Tensién y corriente residuales (offset). Correcciones.

6.4.- Conexidn en cascada de amplificadores diferenciales. Parametros caracteristicos. Incidencia de las
amplificaciones directas y cruzadas en la RRMC.

6.5.- Respuesta en frecuencia de amplificadores diferenciales para modo diferencial, para modo comin y en
la RRMC.

6.6.- Simulacién con PSPICE de amplificadores diferenciales con carga resistiva en problemas de verificacion y
disefio.

7.- FUENTES DE CORRIENTE Y CIRCUITOS CON CARGAS ACTIVAS

7.1.- Fuentes de corriente: espejo simple; espejo con ganancia de corriente; Widlar; Wilson; Cascode. Factor
de copia. Resistencia de salida. Efectos de la temperatura. Comparacion de caracteristicas.

7.2.- Fuentes de tension reguladas. Fuentes conmutadas.

7.3.- La fuente de corriente como carga activa. El amplificador diferencial con carga activa. Par acoplado por
emisor 0 source y por colector. Caracteristicas estaticas de transferencia. Pardmetros caracteristicos de
sefial. Rango de tension de entrada de modo comun. Consideraciones de simetria. Correcciones para
simetrizar en reposo. Tension y corriente residual. Su relacién con la RRMC.

7.4.- Etapas de entrada tipicas utilizadas en Cl analégicos. Tecnologias utilizadas. Andlisis de esquemas
circuitales de Cl con TBJ, MOSFET, BIFET, BIMOS y MESFET.

7.5.- Respuesta en frecuencia de amplificadores diferenciales con carga activa para modo diferencial y modo
comun. RRMC.

7.6.- Simulacion con PSPICE de fuentes de corriente y amplificadores diferenciales con carga activa.

7.7.- Introduccion al analisis de circuitos integrados analdgicos. Identificacion de sus etapas circuitales
componentes.

7.8.- El amplificador operacional. Analisis de funcionamiento en reposo y sefial. Su utilizacién en circuitos
elementales.

BIBLIOGRAFIA
A.- Material producido en la materia:
AO0.— Glas, Zola, “Fundamentos de Circuitos Amplificadores”, 2da Ed. Nueva Libreria, 2014.

Al1./A2. — en http://lwww.lace.fi.uba.ar o http://laceserver.fi.uba.ar:
Al.- Serie de problemas:

No 1: Circuitos con diodos.

No 2: Amplificadores con un solo transistor.

No 3: Amplificadores con varios transistores.

No 4: Amplificadores diferenciales.

A2.- Enunciados de Précticas de Laboratorio

B.- Textos bésicos de estudio:

BO.- Razavi, “Fundamentals of Microelectronics”, 1st Ed. (inglés) - John Wiley & Sons., 2008.

B1.- Gray, Mayer, "Analysis and Design of Analog Integrated Circuits", 3ra Ed. (inglés) John Wiley & Sons
(Hay version en espafiol)

B1A.- Gray, Mayer, Hurst, Lewis, " Analysis and Design of Analog Integrated Circuits", 5th Ed. (sélo inglés)
John Wiley & Sons., 2009.

B2.- Sedra - Smith, "Circuitos Microelectrénicos", 4ta Ed. (espafiol), Oxford, 1998.

B2A.- Sedra - Smith, "Microelectronic circuits”, 5th Ed. (inglés), Oxford, 2009

C.- Bibliografia complementaria:

C1.- Sansen, “Analog Design Essentials”, Springer—2006

C2.- Razavi, “Analog Cmos Integrated Circuits”, McGraw-Hill-2001

C3.- Jaeger-Blalock, “Disefio de Circuitos Microelectrénicos”, McGraw-Hill-2005

C4.- Fonstad, “Microelectronic Devices and Circuits”, Ed. Elect—2006

C5.- Allen, Holberg, “CMOS Analog Circuit Design”, Oxford—2002

C6.- Gray, Searle, "Principios de Electronica”, Reverté-1973

C7.- Antognetti, Massobrio, "Semiconductor Device Modeling with SPICE", McGraw-Hill-1993
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C8.- Gregorian, Temes, “Analog MOS Integrated Circuits for Signal Processing”, J. Wiley, 1986

C91.- Tuinenga, "A Guide to Circuits Simulation & Analysis Using PSpice", Prentice-Hall-1988

C10.- Taub, Schilling, “Electrénica Digital Integrada”, Marcombo-1980

C11.- Coughlin, Driscoll, “Amplificadores Operacionales y Circuitos Integrados Lineales”, Prentice-Hall-1993
C12.- Rashid, “Circuitos Microelectronicos”, Thomson-2011

C13.- Carter, Brown, “Handbook of Operacional Amplifier Applications”, Texas Instruments Application Report-
2001

C14.- SEEC, "Semiconductor Electronics Education Committee", Reverté-1970

REGIMEN DE CURSADA

Metodologia de ensefianza

« El curso se estructura en un cuatrimestre de dieciséis semanas y se desarrolla en forma tedrico-practica en
turnos de seis horas semanales divididos en dos clases de tres horas.

« En el curso se debe mantener permanentemente una estrecha relacion entre la teoria y la practica de modo
gue ambos aspectos se enriquezcan mutuamente con el objeto de lograr un avance metddico en la comprension
e integracion de los temas a tratar.

* El propésito del curso consiste en desarrollar el espiritu critico y creativo del estudiante dotandolo de los
instrumentos conceptuales y metodolégicos que aseguren su capacidad para enfrentar situaciones nuevas en el
campo de los circuitos electrénicos. Para ello es necesaria la participacién activa del estudiante y su compromiso
con el desarrollo del trabajo en el curso.

« En cada turno se formaran grupos de no mas de tres estudiantes en los que se debatira cada tema y se
concretard su aplicacion a la solucién de situaciones probleméaticas con el fin de lograr su mejor
conceptualizacion, asi como en la realizacién de practicas de laboratorio.

La funcion del docente a cargo del turno consiste en supervisar el proceso de aprendizaje orientando al
estudiante en el modo de enfocar cada tema a tratar y sistematizando las distintas propuestas de los
integrantes de un grupo para la resolucién de un determinado problema.

Los Profesores a cargo de la asignatura, con la cooperacion del Jefe de Trabajos Practicos, concurriran a los
turnos tedrico-practicos en forma periodica con los fines de mantener un contacto permanente con los
estudiantes, realizar la supervisién general del curso, transmitir las dudas u observaciones realizadas en los
distintos turnos a fin de mantener una estrecha coordinacién entre los mismos y desarrollar temas que pueden
surgir en el curso, en forma general o grupal.

La composicion de los grupos podra modificarse a lo largo del curso, de acuerdo con el avance en el estudio y
la conceptualizacion de los temas a tratar por parte de los distintos estudiantes del turno. De este modo cada
estudiante podra graduar su ritmo de estudio de los distintos temas de acuerdo a sus posibilidades y los
grupos de trabajo estaran integrados permanentemente por estudiantes que se encuentren desarrollando el
mismo tema, de manera de asegurar la participacién activa de todos los integrantes del grupo al debatir cada
tema.

En cada clase los grupos asi formados estudiaran los temas que les corresponda a cada uno de acuerdo a la
preparacion de sus integrantes. Esta composicion variable permite que en un mismo turno haya grupos que
desarrollen temas distintos, incluso no correspondientes a la misma evaluacion.

El ritmo de trabajo serd determinado por cada estudiante o grupo de estudiantes, no obstante lo cual se
establece en cada cuatrimestre una propuesta de ritmo de estudio de los temas de la materia para aquellos
que deseen realizar las dos evaluaciones en la lera fecha correspondiente a cada uno.

« Para obtener la promocién se deberan aprobar una evaluacién parcial y una integradora, ambas de caracter
tedrico-practico. La evaluacion integradora tendra por objeto sintetizar la aplicacion de los instrumentos
conceptuales y metodolégicos incorporados durante el curso. La nota final se obtendra teniendo en cuenta: la
nota promedio de las evaluaciones (sin tener en cuenta los insuficientes), el nUmero de oportunidades
utilizadas para aprobar cada evaluacion y la valoracion del desempefio del estudiante a lo largo del curso.

« Las clases tedrico-practicas son de asistencia obligatoria. Para poder realizar una evaluacion, se debera haber
analizado en clase todos los temas que abarca y realizado y aprobado los trabajos practicos de laboratorio y
adicionales que se fijen al efecto.

* Las clases, tanto de resolucion de problemas como de proyecto y medicién de circuitos en laboratorio se
desarrollaran en los Laboratorios del Departamento de Electronica. La descripcion de las practicas de
Laboratorio figuraré en el sitio Web de la asignatura.

« El estudiante sera evaluado en forma continua por parte de los docentes de la materia. Se llevara un

registro personal de los distintos aspectos del desempefio de cada estudiante donde se tendran en cuenta:
interrogatorios orales o escritos, intervenciones en clase, participacion en el trabajo grupal, exposiciones y
trabajos.

El objetivo perseguido con este método es el de permitir que cada estudiante pueda evaluar su avance en el
estudio y comprension de los temas de la materia y que los progresos realizados se manifiesten en su evaluacion.
Las evaluaciones periédicas asentadas en el registro daran lugar a una nota de concepto que valorice el
desempefio del estudiante en el analisis de los temas de cada parcial y en la realizacion de los TP de
Laboratorio, que sera tenida en cuenta en su evaluacion. Cada evaluacién se considerara aprobada si la nota
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obtenida es igual 0 superior a cuatro puntos.

Clases tedéricas complementarias:

* Son clases que abarcan el andlisis de temas generales considerados basicos para la comprension de la
materia 0 que por sus caracteristicas deban ser enfatizados de modo particular o requieran una formacion teérica
adicional en alguno de sus aspectos fundamentales; el tratamiento de ciertos procedimientos béasicos y

consultas previas a las evaluaciones parciales. Se prevé una clase de dos horas semanales para su realizacion.

Modalidad de Evaluacién Parcial

 Cada evaluacion (parcial o integradora) se concreta en base a la realizacion de un examen individual dividido en
dos etapas secuenciales:

Primera etapa: Es escrita y en ella el estudiante debe demostrar la comprension y conceptualizacion de los
temas fundamentales tratados y aplicar los conceptos formados a la resoluciéon de problemas.

Segunda etapa: Alcanzado el nivel minimo exigible para la aprobacién de la primera etapa, la segunda consiste
en completar y/o corregir los items faltantes 0 mal encarados en la etapa anterior, incluyendo la simulacién por
computadora de los problemas planteados utilizando el programa PSpice, del cual debera demostrar un fluido
manejo, y la realizacién de las mediciones relacionadas en el banco de pruebas del Laboratorio.

La primera etapa de las evaluaciones se llevara a cabo para todos los turnos en las fechas fijadas en el
calendario de la materia. La segunda etapa se realizara en los turnos o en horarios a convenir con los
docentes.

» Cada evaluacion podra realizarse en una lera fecha indicada en el calendario de la materia o en fechas
posteriores fijadas al efecto.

« El estudiante dispondra para realizar la 1era evaluacion parcial de tres fechas durante el periodo de clases del
cuatrimestre y una fecha extra una vez finalizado este. Para la evaluacion integradora, dispondra de cinco
fechas establecidas entre la finalizacién del periodo de clases y el comienzo del siguiente cuatrimestre. Se
podra realizar una Unica evaluacion por fecha.

« Para poder realizar la evaluacién integradora, se debera tener aprobado el ler Parcial. Dada la secuencia de
los contenidos de la materia, dicha evaluacién integraré instrumentos conceptuales y metodoldgicos de la
anterior.

« Los estudiantes que no hubiesen aprobado el ler parcial en las fechas fijadas al efecto, deberan volver a
inscribirse y cursar la materia completa, que incluye: asistencia normal y presentacion de los informes
correspondientes de los TP que se fijen en dicho cuatrimestre.

« Los estudiantes que hayan aprobado las dos evaluaciones dentro de las ocho fechas disponibles
correspondientes al cuatrimestre, asentaran la aprobacion de la materia en el curso correspondiente a ese
cuatrimestre.

* Los estudiantes que habiendo aprobado el 1er Parcial, no aprobasen la evaluacion integradora en las fechas
restantes correspondientes a ese cuatrimestre, disponen de las fechas de evaluacion integradora del
cuatrimestre siguiente al que se cursé y de las correspondientes del cuatrimestre posterior. Es decir, se
dispondra de 10 fechas para rendir y aprobar la evaluacioén integradora, agregadas a las 5 del cuatrimestre en
que aprobo el primer parcial.

Para poder rendir la evaluacion integradora deberan estar aprobados todos los trabajos de laboratorio
establecidos para el curso.

Una vez aprobada la evaluacion integradora, la materia se asentara como aprobada en la fecha
correspondiente. Si no se aprobase la evaluacion integradora en las fechas previstas, debera recursarse la
materia.
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CALENDARIO DE CLASES

Semana

Temas de
teoria

Resolucion
de problemas

Laboratorio

Otro tipo

Fecha entrega
Informe TP

Bibliografia
basica

<1>
09/03 al 14/03

Problemas
introductorios
con diodos y
circuitos
rectificadores.
Aplicacion en
fuentes
reguladas.
Conductores

y
semiconduct.
Junturas M-S
y P-N.

Temas
correspondiente
s a la teoria

Temas
correspondiente
s a la teoria

B1/B1A: Cp.l
BO: Cps.II; 1l
AO: Ap. A; B; C

<2>
16/03 al 21/03

Principios
grales. de
dispositivos
de control de
sefal.
Amplificadore
s lineales.
Func. en
conmutacion.
El amplif.
operacional
ideal como
caja negra.

Temas
correspondiente
s a la teoria

Temas
correspondiente
s a la teoria

Trabajo Practico
de Laboratorio I
TLI

BO: Cps. I; VIII; XV
B2: Cps. I; XIII; XIV
B2A: Cp.
AO:CplaVv

<3>
23/03 al 28/03

Principios
grales. de
dispositivos
de control de
sefial.
Amplificadore
s lineales.
Func. en
conmutacion.
Func. de
TBJ, JFET,
MOSFET y
MESFET.
Tecnologia de
fabricacion de
disp. s6lidos
discr. e integ.
para circuitos
analdgicos.

Temas
correspondiente
s a la teoria

Temas
correspondiente
s a la teoria

TLI

TLI

Compl. A0.1
BO: Cps. IV; VI
B1/B1A:Cps.I; Il
B2: Cps. IV; V
AO: Ap. A

<4>
30/03 al 04/04

Estudio de
polarizacion y
estabilizacion
de amplif. de
un transistor
con TBJ,
JFETy
MOSFET.

Temas
correspondiente
s a la teoria

Temas
correspondiente
s a la teoria

AO: Cp VI
Compl. A0.3

<5>
06/04 al 11/04

Amplif. de un
transistor con
TBJ, JFETy
MOSFET a
frec. medias.
Realimentacion
en sefial.

Temas
correspondiente
s ala teoria

Temas
correspondiente
s a la teoria

Distribucion de
temas TLIly 3
probl. a
clequipo.

BO: Cps.V; VII; XlI; XVI

<6>
13/04 al 18/04

Amplif. de un
transistor con
TBJ, JFET y
MOSFET a
frec. medias.
Realimentacion
en sefal.

Temas
correspondiente
s a la teoria

Temas
correspondiente
s a la teoria

Analisis
preliminar del
TLIly
resolucion de
problemas en
clequipo.

Resumen del
analisis
preliminar del
TLIly
problemas
resueltos.

AO: Cp VII
Compl.A0.2, A0.4, A.05

<7>
20/04 al 25/04

Amplif. con
varios

Temas
correspondiente

Temas
correspondiente

TLII

B1/ B1A: Cp. llI
Compl. A0.6
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Semana

Temas de
teoria

Resolucion
de problemas

Laboratorio

Otro tipo

Fecha entrega
Informe TP

Bibliografia
béasica

transistores.
Andlisis a
frec. medias.
Rta. en frec.-
estudio
basico.

s a la teoria

s a la teoria

<8>
27/04 al 02/05

Amplif. con
varios
transistores.
Andlisis a
frec. medias.
Rta. en frec.-
estudio
bésico.

Temas
correspondiente
s a la teoria

Temas
correspondiente
s a la teoria

TLII

TLII

Compl. A0.7

<9>
04/05 al 09/05

Revision de
temas.
PRIMER
PARCIAL

Temas
correspondiente
s a la teoria

Temas
correspondiente
s a la teoria

<10>
11/05 al 16/05

Introduccién al
estudio de

rta. en
frecuencia.
Amplif. con
varios
transistores.
Rta. en frec.

Temas
correspondiente
s a la teoria

Temas
correspondiente
s a la teoria

B1/B1A: Cp. VI
AO: Cp VIl
Compl. A0.8
BO: Cp.XI

<11>
18/05 al 23/05

Introduccioén al
estudio de

rta. en
frecuencia.
Amplif. con
varios
transistores.
Rta. en frec.

Temas
correspondiente
s ala teoria

Temas
correspondiente
s ala teoria

Trabajo Practico

de Laboratorio
e TL

B1/ B1A: Cp. VI
BO: Cp.XI

<12>
25/05 al 30/05

Amplificadore
s de
continua.
Amplificadore
s
diferenciales.
Fuentes de
corriente.

Temas
correspondiente
s a la teoria

Temas
correspondiente
s a la teoria

TLIN

TLIN

B1/ B1A: Cps.lII; IV
BO: Cp.X
compl. A0.9

<13>
01/06 al 06/06

Amplificadore
s de
continua.
Amplificadore
s
diferenciales.
Fuentes de
corriente.
Tecnologia de
fabric. de
CIM

Temas
correspondiente
s a la teoria

Temas
correspondiente
s a la teoria

Trabajo Practico

de Laboratorio
IV:TL IV

B1/ B1A: Cp. Il
BO: Cps.IX; X

<14>
08/06 al 13/06

Amplif. dif.
con carga
activa.
Amplif. Integ.
monoliticos.

Temas
correspondiente
s a la teoria

Temas
correspondiente
s a la teoria

TL IV

B1: Cps. IV; IV(Ap.)
B1A: Cp. IV
Compl A0.10 ; A0.11

<15>
15/06 al 20/06

Amplif. dif.
con carga
activa.
Amplif. Integ.
monoliticos.
El amplif.
operacional
real.
Aplicaciones.

Temas
correspondiente
s a la teoria

Temas
correspondiente
s a la teoria

TLIV

TLIV

B1A: Cps. VI; Xl
BO: Cp. XVI

<16>
22/06 al 27/06

El amplif.
operacional
real.

Temas
correspondiente
s a la teoria

Temas
correspondiente
s a la teoria
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Semana

Temas de
teoria

Resolucion
de problemas

Laboratorio

Otro tipo
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Informe TP

Bibliografia
béasica

Aplicaciones.
Revision de
temas.
EVAL.INTEG
RADORA
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CALENDARIO DE EVALUACIONES

Evaluacion Parcial

Oportunidad Semana Fecha Hora Aula
1° 10 15/05 11:00
20 12 29/05 11:00
3° 14 12/06 11:00
40 01/07 13:00

10 de 10



